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Lメモリに関する以下の注意事項を追記いたします。 

【注意事項】 

SH7780に搭載されている SH-4ACPUコアには “Lメモリ（LRAM）” という内蔵メモリが存在しており、 

Lメモリと CPUの間には高速アクセス用のバッファが存在します。 

ライト命令を行った後に同一アドレスからリード命令による読み出しを行うと、Lメモリではなくバッファから

データが読み出される場合があります。 

確実に Lメモリからデータを読み出すには、 

Lメモリのアドレスにライトを行った後、SYNCO＋NOP×2 命令を実行してから Lメモリをリードして下さい。 

※SYNCO命令：本命令はデータ操作の同期に使用します。本命令を実行すると、

本命令に先行するバスアクセスの完了を待ってから、本命令より後の命令によるデータアクセスを開始します。

【適用製品及び関連資料】 

シリーズ グループ 関連資料 Rev. 管理番号 

SH7780 SH7780 SH7780ハードウェアマニュアル 1.00 RJJ09B0221-0100 

以上 


